
運用分子束磊晶技術在低 溫 成長石墨 烯
摘要

我們已經證明完整的石墨 烯 薄膜是可以於300度 C下利用自組的分子束磊晶機台
製備出來 ， 而系統中是利用加熱的石墨熱阻絲來提供 碳 源。這個技術意味著利用
分子束磊晶系統 ， 直接成長石墨 烯 薄膜在較低的成長 溫 度是可行的 ， 此項技術的
發展對於該材料未來整合進半導體製程中的可能性是個重要的發現。

技術優勢

目前全世界對於石墨 烯 的研究中 ， 機械 剝 離法、 碳 化 矽 昇華法以及化學氣相 沉 積
法為主要製備石墨 烯 的方式。在機械 剝 離法中 ， 通常只能製備出碎塊 狀 的石墨 烯
薄膜。而 碳 化 矽 昇華法下所使用的 碳 化 矽 基板 ， 都因為其較高的基板價格成為主
要考慮的重點。因此 ， 化學氣相 沉 積成為了主要製備大面積石墨 烯 的方式。在此
化學氣相 沉 積法中 ， 石墨 烯 的成長 溫 度決定於裂解於 碳 氫 氣體來提供 碳 源所需的
溫 度。利用甲 烷 當作 碳 源 ， 石墨 烯 的成長 溫 度通常為1000度 C。而利用不同氣體
如己 烷 、甲醇和乙醇來提供 碳 源的研究 ， 成長 溫 度可降低至950到650度 C。目
前文獻上報導最低的成長 溫 度 ， 是利用低壓化學氣相 沉 積法將 苯 作為 碳 源 ， 而成
長 溫 度也可以降低至300度 C。然而 ， 在該文獻當中 ， 基板上只能得到破碎 狀 的
石墨 烯 碎片。本發現是在300度 C下利用自組的分子束磊晶機台製備出完整的石
墨 烯 薄膜並具有石墨 烯 的特性。
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